
Polarization Reverse characteristic of

Bi4Ti3012 Single Crystal

YOichiro"IASUDA,Akira BABA,HirOshi A/1ASUMOTO,

Takashi GoTo and Toshio HIRAI

Abstract

A Bi203~Ti02 phaSe diagram was deterlnined from a differential theanal analysis(DTA)

apparatus  Bi4Ti3012 ■liCa― like single crystals gro、vn by a Flux methOd were clear and slightly
grayish in cO10r  Ferroelectric and dielectric prOperties Of Bi4Ti3012 Crystals、 vere observed
from mesurments of D― Iデ hysteresis loops and dielectric constant_  Also the polarizatiOn

s、vitching characteristics of BIT crystals Ⅵrere investigated. The sMritching tilne and sttritching

curent density、
'、 ere read frOni the transient wave fOms

Bi4Ti3012単結晶の分極反転特性
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ECR10ス パ ッタリング法により合成されてい

る。

ビスマス層状化合物は Aurivillius4,9に より

1949年に合成され結晶構造が詳細に解析され

た。今日までに 60種類以上のペロブスカィ ト層

状化合物が合成されているが,ほ とんど強誘電
体である。しかしながらこの化合物は特異な結

晶構造を示すために大型の単結晶を育成するこ

とは困難である。しかしながらBi4Tia012化 合

物はフラックス法により比較的簡単にマイカ状

の単結晶を育成することができるの。すでに単

結晶育成については多くの誘電的および強誘電

的報告がある7～ Hち 本報告は Bi203~Ti02系 の

相関係 とnux法 により合成 した Bi4Ti3012単

結晶の誘電的,強誘電的,および分極反転特性
について述べる。

2.Bi4Ti3012単結晶の結晶構造,分極構造
及び分極反転のメカニズム

Bi4Ti3012化 合物は大きな結晶異方性を持つ

1.`ま じめ に

最近の電子機器の小形化は半導体デバイスの

LSI化 に負うところが大きい。受動用電子デバ

イスの分野でも半導体の集積技術がとり入れら

れデバイスの IC化に拍車をかけている。また

最近 D―RAMの 集積率の向上のためには、Si単
結晶ウエハー上に直接高誘電率の酸化物薄膜を

形成し,静電容量による蓄積電荷里~を増加させ
D―RAMの 高速化を計る技術開発が要求され
ている。

すでに多 くの研究者によりD―RAMl～0お よ

び不揮発性強誘電体メモリー (FRAM)用 とし
て PbTi03や BaTi03等 の酸化物強誘電体薄
庚について活発な研究が進められている。また ,

Bi4Ti3012薄膜についてサファイヤ (A1203)り ,

Siお よび Mg019単結晶基板上に RFマ グネ ト
ロンスパッタ リング法,MOCVD19法 および
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